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Zaktad Charakteryzacji Struktur Nanoelektronicznych

POMIAR PARAMETROW STRUKTURY POLPRZEWODNIKOWEJ METODAMI
ELEKTRYCZNYMI I FOTOELEKTRYCZNYMI

Oferujemy wykorzystanie opracowanych elektrycznych i fotoelektrycznych metod pomiarowych do kompleksowej
charakteryzacji potprzewodnikéw i ich powierzchni granicznych z izolatorami w przyrzadach MIS. Pakiet stoso-
wanych przez nas metod pozwala na identyfikacje charakterystycznych poziomdw energetycznych i potencjatow
w schemacie pasmowym struktury potprzewodnikowej, parametréw rozktadéw energetycznych putapek powierz-
chniowych i ustalenie schematow zastepczych struktury dla wybranych napie¢ polaryzacji.
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Stosujac rozne elektryczne metody pomiaru okresla sie dla réznych temperatur T i czestotliwosci f nastepujace
charakterystyki struktur: I-V, C-V, G-V, G/o = f(w,V) (spektroskopia admitancyjna). Na podstawie tych
charakterystyk wyznacza sie m. in. poziom i profil domieszkowania podtoza, napiecie wyprostowanych pasm Vgg
i napiecie progowe V-, rozktady gestosci putapek powierzchniowych Dy i putapek brzegowych N, oraz parametry
putapek (stata czasowa t i przekrdj czynny na wychwyt o).

Pomiary o$wietlonych charakterystyk I*-V, I"-n, C*-V, C-), u™Vg, u™-A przy réznych mocach P $wiatta i réznych
$rednicach strumienia Swiatla pozwalajg na okreSlenie m. in. wartosci efektywnej kontaktowej rdznicy po-
tencjatéw ¢us i jej rozktadu w ptaszczyznie powierzchni bramki ¢ums(X,y), napiecia wyprostowanych pasm Vgg
w potprzewodniku i jego rozktadu w pfaszczyznie powierzchni bramki Veg(x,y), napiecia wyprostowanych pasm
Vgo W dielektryku i jego rozkladu w ptaszczyznie powierzchni bramki Vgo(X,y), wysokosci obu barier Egs i Egg oraz
ich rozktadu w ptaszczyznie powierzchni bramki Egs(X,y) i Egg(X,Y), szerokosci przerwy zabronionej dielektryka Eg
i schematu pasmowego badanej struktury.

Dysponujemy laboratorium pomiarowym znajdujgcym sie w klimatyzowanych pomieszczeniach z antyelektrosta-
tyczng podtoga i specjalnie doprowadzonym uziemieniem, wyposazonym w zautomatyzowane i wysoko precy-
zyjne systemy pomiarowe, w tym analizator przyrzadéw pdtprzewodnikowych Agilent B1500 z proberem ostrzo-
wym Summit 12000AB, miernik impedancji Agilent 4294A, systemy do pomiaréw C-V, specjalizowane systemy
wiasnej konstrukcji do pomiaréw fotoelektrycznych, system do pomiaréw metodg SLPT.

WYNIK: Raport zawierajacy zmierzone zaleznosci oraz obliczone parametry wraz z krotkg charakterystykg probek
opracowany przez specjaliste

WARUNKI TECHNICZNE (OGRANICZENIA): Do pomiaréw tranzystoréw, kondensatoréw MOS i diod Schottky’ego
prébka powinna zawiera¢ przyrzady testowe o pojemnosci maksymalnej nie wiekszej niz CMAX =100 WF i mi-
nimalnej nie mniejszej niz CMIN = 1 pF, a takze o rezystancji szeregowej nie wiekszej niz 100 Q. Dostepne s
jednoczesnie 4 zasilacze wymuszajgco-pomiarowe. Do pomiardw fotoelektrycznych prébka powinna zawiera
kondensatory MOS z czeSciowo przezroczystg bramka. Dla réznych materiatdbw wymagana grubos¢ bramki moze
by¢ rézna, np. Al 15 = 40 nm.
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